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热蒸发制备的硫化锌薄膜的结构分析
关
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A b s t r a c t Z n S t h i n f i lm s d o P e d w i t h e r b i u m a r e P r e P a r e d b y t h e r m a l e v a P o r a t i o n w i t h
t w o b o a t s
, a n d t h e e r y s t a l l in e P h a s e s t r u e t u r e s o f Z n S p o w d e r a n d t h e p r e p a r e d f i lm s a r e
s t u d i e d u s i n g x
一 r a y d i f f r a e t i o n t e e h n i q u e
.
I t 15 f o u n d t h a t t h e s t r u e t u r e o f Z n S f i lm 15 d i f
-
f e r e n t f r o m t h a t o f Z n S p o w d e r
.
T h e g r o w t h o f f i lm e r y s t a l 15 a f f e e t e d b y n u m b e r s o f
f a e t o r s a n d t e n d s t o a p r e f e r e n t ia l o r i e n t a t i o n
.
T h e f i lm 15 t w o
一
d im e n s i o n a l l a y e r s t
r u e -
t u r e p a e k i n g a l o n g c a x is
.
I t p r o v id e s b a s is f o r r e s e a r e h o n n e w l u m i n e s e e n e e m a t e r ia l
w i t h h i g h e f f i c i e n e y
.

















































并 用 x 射线衍射 技术
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薄膜和粉末 的结构分析在 日本理学 D /
m a x
一
C 型 x 射线衍射仪上进行
,


























相 为 主 的 材料
,
相 变 温 度 约 为














Z n S 相 ) 结构的多晶材料
。
所用常规的分舟热蒸发沉积的硫化锌薄膜





6 4 0 的强衍射峰
,
表明在此条件下沉积的薄
























作 x 光衍射谱图如图 2 中曲线 b( )
,
在
2 0 ~ 7 0 度衍射角范围内也只有 2口一 28
.
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图 2 热燕发沉积 Z n S
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中国台湾成为 G a A s 芯片市场的新热点
据报道
,
韩国正在建设世界最大的 G a A s 制造厂 ; 同时
,
aS m
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1 9 9 6 年是非常重要的一年
,
销售额增加了 2 50 %
,
为 8 0 万美元
。
他预计 1 9 9 7 年还将有类似的增
长
,
一年内公司销售额可达 2 0 0 0 万美元
。






g G H z P C S 基站和无绳区域
收发射机模块
。
据 H su 报导
,
他们的用户在 E ilr es o n
,
L uc en t 和菲利浦
。
该公司凭借 M B E 生长的
外延 晶片制作许多 M E S F E T 产品
,
包括功率器件和 M M I C
。
公司大约有 1 20 个员工
。
另一个新成员是 C T I 半导体公司
,
它位于韩国的 C h u n g C h o n g 省
。
韩国报导 C I T 明年底在
V m so gn 建设一座世界最大的 G















C T I 将每月提交 1 百万台 C D M A 电话用放大转换器给 Q ua lco m m 公司
,
提供
5 百万单位卫星天线装置用芯片给 R ay t h eo
















C o m p o u n d S e m ie o n d u e t o r
.
M a y / J u n e
,
1 9 9 7 : 2 5
(张钦鹏 )
